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PATENTNI ZAHTJEVI

1.

Postupak proizvodnje strukture sunceve Celije sa straznjim emiterom (1) koja sadrZi heterospoj, pri ¢emu
—  kako bi se nacinilo apsorber strukture sunceve ¢elije sa straznjim emiterom (1), predviden je kristalni
poluvodicki supstrat (2), dopiran prvim tipom vodljivosti;
— na prednjoj strani poluvodickog supstrata (2) najmanje jedan prednji intrinzicni sloj (4) se proizvodi iz
intrinzi¢nog, amorfnog poluvodickog materijala;
—  nanajmanje jednom prednjem intrinzi¢nom sloju (4) najmanje jedan prednji dopirani sloj (5) se proizvodi
iz amorfnog poluvodi¢kog materijala, dopiranog prvim tipom vodljivosti, jaée nego Sto je dopiran poluvodicki
supstrat (2);
—  na straznjoj strani poluvodickog supstrata (2) najmanje jedan straznji intrinzi¢ni sloj (3) se proizvodi iz
intrinzi¢nog, amorfnog poluvodickog materijala;
—  kako bi se nacinilo emiter strukture sunceve Celije sa straznjim emiterom (1) koja sadrzi heterospoj, na
najmanje jednom straznjem intrinzi¢nom sloju (3), najmanje jedan straznji dopirani sloj (6) se proizvodi iz
amorfnog poluvodi¢kog materijala, dopiranog drugim tipom vodljivosti, suprotnim prvom tipu vodljivosti;
— najmanje jedan eclektricno vodljivi, prozimi prednji sloj vodi¢a (7) se proizvodi na najmanje jednom
prednjem dopiranom sloju (5);
— najmanje jedan elektri¢no vodljivi, prozirni straznji sloj vodiCa (8) se¢ proizvodi na najmanje jednom
straznjem dopiranom sloju (6);
—  prednji kontakt (9) se proizvodi na najmanje jednom elektricno vodljivom, prozirnom prednjem sloju
vodic¢a (7); i
—  straznji kontakt (10) se proizvodi na najmanje jednom elektri¢no vodljivom, prozirnom straznjem sloju
vodica (8),
naznacen time $to
se prednji i straznji intrinzi¢ni sloj (3, 4) i prednji i straznji dopirani sloj (5, 6) proizvode sljede¢im redoslijedom
koraka:
—  proizvodnje najmanje jednog straznjeg intrinzi¢nog sloja (3) na straznjoj strani poluvodiCkog supstrata
(2):
—  zatim proizvodnje najmanje jednog prednjeg intrinzi¢nog sloja (4) na prednjoj strani poluvodiCkog
supstrata (2);
— zatim proizvodnje najmanje jednog prednjeg dopiranog sloja (5) na najmanje jednom prednjem
intrinzi¢nom sloju (4); i
— zatim proizvodnje najmanje jednog straznjeg dopiranog sloja (6) na najmanje jednom straZznjem
intrinzi¢nom sloju (3).
Postupak u skladu s patentnim zahtjevom 1, naznaen time S$to se n-dopirani poluvodicki supstrat upotrebljava
kao poluvodicki supstrat (2), amorfni poluvodicki materijal dopiran fosforom se upotrebljava u proizvodnji
prednjeg dopiranog sloja (5), dok se amorfni poluvodicki materijal dopiran borom upotrebljava u proizvodnji
straznjeg dopiranog sloja (6).
Postupak u skladu s patentnim zahtjevom 1 ili 2, naznacen time S$to se najmanje jedan prednji intrinzi¢ni sloj (4)
proizvodi na prednjoj strani poluvodickog supstrata (2), dok se najmanje jedan prednji dopirani sloj (5) proizvodi
na najmanje jednom prednjem intrinzi¢nom sloju (4), u procesima koje se provodi u neposrednom slijedu, u istom
reaktoru za nanasanje slojeva (44).
Postupak u skladu s bilo kojim od prethodnih patentnih zahtjeva, naznacen time §to se najmanje jedan elektricno
vodljivi, prozirni straznji sloj vodi¢a (8) nanese na jedan straznji dopirani sloj (6), udaljen od bo¢nog ruba (50)
poluvodickog supstrata (2), tako da rubno podrucje (51) na straznjoj strani strukture sunceve Celije sa straznjim
emiterom (1) koja sadrzi heterospoj nije prevuceno elektri¢no vodljivim, prozirnim straznjim slojem vodi¢a (8),
gdje, u svim koracima postupka dobivanja clektricno vodljivog, prozirnog straznjeg sloja vodic¢a (8), nema
elektri¢nog kontakta izmedu elektri¢no vodljivih, prozirnih straznjeg sloja vodica (8) i prednjeg sloja vodica (7).
Struktura sunceve Celije sa straznjim emiterom (1) koja sadrzi heterospoj, koja sadrzi
—  apsorber, nacinjen od kristalnog poluvodickog supstrata (2), dopiranog prvim tipom vodljivosti;
—  najmanje jedan prednji intrinzi¢ni sloj (4), naCinjen na prednjoj strani apsorbera i nacinjen od intrinzi¢nog,
amorfnog poluvodickog materijala;
— najmanje jedan straznji intrinzi¢ni sloj (3), nainjen na straznjoj strani apsorbera i nacinjen od
intrinzi¢nog, amorfnog poluvodickog materijala;
— najmanje jedan prednji dopirani sloj (5), nainjen na najmanje jednom prednjem unutarnjem sloju 84) i
nacinjen od amorfnog poluvodickog materijala, dopiranog prvim tipom vodljivosti, jace nego $to je dopiran
apsorber;
— emiter od najmanje jednog straznjeg dopiranog sloja (6), nacinjen na najmanje jednom straznjem
intrinzi¢nom sloju (3) 1 nacinjen od amorfnog poluvodiCkog materijala, dopiranog drugim tipom vodljivosti,
suprotnim prvom tipu vodljivosti;
— najmanje jedan elektriéno vodljivi, prozirni prednji sloj vodi¢a (7)., nainjen na najmanje jednom
prednjem dopiranom sloju (5);
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— najmanje jedan elektri¢no vodljivi, prozirni straznji sloj vodi¢a (8), nadinjen na najmanje jednom
straznjem dopiranom sloju (6);
—  prednji kontakt (9), na¢injen na najmanje jednom elektricno vodljivom, prozirnom prednjem sloju vodica
(7), te
—  straznji kontakt (10), nadinjen na najmanje jednom elektricno vodljivom, prozirnom straznjem sloju
vodica (8);
naznacena time Sto
na jednom bo¢nom rubu (50) strukture sunceve ¢elije sa straznjim emiterom (1) koja sadrzi heterospoj, na rubnom
podrucju poluvodickog supstrata (2), nalazi se niz slojeva sljede¢im redoslijedom od unutrasnjosti prema vanjstini:
—  najmanje jedan straznji intrinzi¢ni sloj (3),
—  zatim najmanje jedan prednji intrinzicni sloj (4),
—  zatim najmanje jedan prednji dopirani sloj (5) i
—  zatim najmanje jedan straznji dopirani sloj (6).
Struktura sunCeve Celije sa straznjim emiterom koja sadrzi heterospoj u skladu s patentnim zahtjevom 5,
naznacena time S$to je poluvodiCki supstrat (2) n-dopirani poluvodicki supstrat, gdje je prednji dopirani sloj (5)
dopiran fosforom, a straznji dopirani sloj (6) je dopiran borom.
Struktura sunceve Celije sa straznjim emiterom (1) koja sadrZi heterospoj u skladu s patentnim zahtjevom 5 ili 6,
naznacena time $to je najmanje jedan elektricno vodljivi, prozirni straznji sloj vodica (8) nanesen na jedan straznji
dopirani sloj (6), udaljen od bocnog ruba (50) poluvodi¢kog supstrata (2), tako da rubno podrucje (51) na straznjoj
strani strukture sunCeve celije sa straznjim emiterom (1) koja sadrzi heterospoj nije prevuceno elektri¢no
vodljivim, prozirnim straznjim slojem vodic¢a (8), gdje nema elektricnog kontakta izmedu elektricno vodljivih,
prozirnih straznjeg sloja vodica (8) 1 prednjeg sloja vodica (7).
Uredaj (30, 40), koji sluzi za proizvodnju strukture sunceve Celije sa straznjim emiterom (1) koja sadrZi heterospoj,
koja sadrzi
—  apsorber, nacinjen od kristalnog poluvodickog supstrata (2), dopiranog prvim tipom vodljivosti;
—  najmanje jedan prednji intrinzi¢ni sloj (4), naCinjen na prednjoj strani apsorbera i nacinjen od intrinzi¢nog,
amorfnog poluvodickog materijala;
— najmanje jedan straznji intrinzi¢ni sloj (3), nainjen na straznjoj strani apsorbera i nacinjen od
intrinzi¢nog, amorfnog poluvodickog materijala;
— najmanje jedan prednji dopirani sloj (5), na¢injen na najmanje jednom prednjem unutarnjem sloju (4) i
nacinjen od amorfnog poluvodickog materijala, dopiranog prvim tipom vodljivosti, jaCe nego Sto je dopiran
apsorber;
— ecmiter od najmanje jednog straznjeg dopiranog sloja (6), nainjen na najmanje jednom straZznjem
intrinzi¢nom sloju (3) 1 nacinjen od amorfnog poluvodi¢kog materijala, dopiranog drugim tipom vodljivosti,
suprotnim prvom tipu vodljivosti;
— najmanje jedan elektriéno vodljivi, prozirni prednji sloj vodi¢a (7)., nainjen na najmanje jednom
prednjem dopiranom sloju (5);
— najmanje jedan elektriCno vodljivi, prozirni straznji sloj vodi¢a (8), nainjen na najmanje jednom
straznjem dopiranom sloju (6);
—  prednji kontakt (9), nainjen na najmanje jednom prednjem sloju vodica (7); 1
—  straznji kontakt (10), na¢injen na najmanje jednom straznjem sloju vodica (8);
naznacen time $to
uredaj (30, 40), koji sluzi za proizvodnju najmanje jednog prednjeg intrinzi¢nog sloja (4) na prednjoj strani
poluvodi¢kog supstrata (2), najmanje jednog straznjeg intrinzi¢nog sloja (3) na straznjoj strani poluvodickog
supstrata (2), najmanje jednog prednjeg dopiranog sloja (5) na najmanje jednom prednjem intrinzi¢nom sloju (4) i
najmanje jednog straznjeg dopiranog sloja (6) na najmanje jednom straznjem intrinzi¢nom sloju (3) ima samo tri
linije slojeva (31; 32 odnosno 42; 33), pri ¢emu
—  prva linija za nana8anje slojeva (31) sadrZi najmanje jedan reaktor za nanasanje slojeva (36), koji sluzi za
proizvodnju najmanje jednog straznjeg intrinzi¢nog sloja (3) na straznjoj strani poluvodi¢kog supstrata (2);
—  druga linija za nanasanje slojeva (32 odnosno 42) sadrzi najmanje jedan reaktor za nanasanje slojeva (39,
41 odnosno 44), koji sluzi za proizvodnju najmanje jednog prednjeg intrinzi¢nog sloja (4) na prednjoj strani
poluvodi¢kog supstrata (2) i koji sluzi za proizvodnju najmanje jednog prednjeg dopiranog sloja (5) na
najmanje jednom prednjem intrinzi¢nom sloju (4); i
—  treca linija za nanasanje slojeva (33) sadrzi najmanje jedan reaktor za nanasanje slojeva (43), koji sluzi za
proizvodnju najmanje jednog straznjeg dopiranog sloja (6) na najmanje jednom straznjem intrinzi¢nom sloju
3):
te pri cemu se najmanje jedan sustav za transportiranje i okretanje supstrata (37) nalazi izmedu prve i druge
linije za nanasanje slojeva (31, 32 odnosno 42) i izmedu druge i trece linije za nanaanje slojeva (32 odnosno
42, 33).
Uredaj u skladu s patentnim zahtjevom 8, naznacen time $to prva linija za nanaganje slojeva (31) sadrzi reaktor za
nana$anje straznjih intrinzi¢nih slojeva (36), koji sluzi za proizvodnju najmanje jednog straznjeg intrinzi¢nog sloja
(3) na straznjoj strani poluvodi¢kog supstrata (2); druga linija za nanasanje slojeva (42) sadrzi jedan reaktor za
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nanaSanje prednjeg sloja (44), koji sluzi za proizvodnju najmanje jednog prednjeg intrinzi¢nog sloja (4) na
prednjoj strani poluvodi¢kog supstrata (2) i najmanje jednog prednjeg dopiranog sloja (5) na najmanje jednom
prednjem intrinzicnom sloju (4); i tre¢a linija za nanasanje slojeva (33) sadrzi reaktor za nanasanje straznjih
dopiranih slojeva (43), koji sluzi za proizvodnju najmanje jednog straznjeg dopiranog sloja (6) na najmanje
jednom straznjem intrinzi¢nom sloju (3); gdje se najmanje jedan sustav za transportiranje i okretanje supstrata (37)
nalazi uzvodno od reaktora za nanaSanje prednjih slojeva (44) prije ili u drugoj liniji za nanasanje slojeva (42).



	Page 1 - BIBLIOGRAPHY
	Page 2 - CLAIMS
	Page 3 - CLAIMS
	Page 4 - CLAIMS

